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The consists of stiff material with interior portions having spacers 
supporting individual wafers in confronting relation to each other. The 
container has discrete portions separable form each other for obtaining 
access to the interior portions. 

The discrete portions are releasably and hermetically sealed 
together. One of the discrete portions has a valved gas port facilitating 
withdrawing and adding portions of the gas atmosphere within the interior 
portions. A gas connecting stem controls the atmosphere within the 
container e.g. by partial excavation of an inert gas. 

ADVANTAGE - Wafer can be removed from container by simply lifting 
wafer carrier out of container. 
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(§) Halbleiterwafer sowie Verfahren zum Lagern derartiger Halbleiterwafer 

(g) Der Behalter und das Verfahren zum Lagem von Halblei- 
terwafern ist geschlossen ausgebildet und er weist vonein- 
ander abgedichtete Ober- und Bodenteile aus gegossenem 
Kunststoff auf. und er ist zur Lagerung der Halbleiterwafer 
eingerichtet. Oer Behalter hat in einem seiner Teile ein Gas 
aufnehmendes Rohr mit einem Ventil zum Entfernen eines 
Teils der Gasatmosphare aus dem Behalter, um die Halblei- 
terwafer in einem Teilvakuum zu lagern, wobei ein Teil des 
Behalters eine dunne.Wand (27) aufweisen kann, die eine 
flexible Membran, angrenzend an die Kanten der Halbleiter- 
wafer bildet, und die gegen die Wafer gezogen wird, um 
diese auf ihrem Platz innerhalb des Behalters zu halten. Die 
Wande des geschlossenen Behalters konnen mit einem 
diamantahnlichen Uberzug (28. 29) versehen sein. Das 
Verfahren zum Lagern der Halbleiterwafer besteht in der 
Anordnung der Wafer in dem mehrteiligen Behalter, Abdich- 
ten des Behalters und Andern der Atmosphere in dem 
Behalter durch Vermindern des Gasdruckes in diesem und 
durch Verandern der Gasatmosphare in dem Behalter durch 
in einigen Fallen Ersetzen der Luft in dem Behalter durch ein 
Inertgas und Freigeben des Unterdruckes in dem Behalter, 
wenn dieser geoff net wird. durch Zufiihren von sauberer Luft 
in den Behalter mit moglichst wenig Teilchen. 
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Die Erfindung betrifft einen Lager- und Transportbe- 
halter fur Halbleiterwafer und ein Verfahren zum La- 
gem derartiger Halbleiterwafer. 

Die Wafer dienen der Herstellung von Schaltkreisch- 
ips. 

Da mehr und mehr Schaltkreise auf immer kleineren 
Schaltkreischips angeordnet werden, wird die Forde- 
rung nach Reinheit und Minimierung der Anwesenheit 
von Teilchen immer wichtiger. Bisher wurden auch 
schon Behalter eingesetzt. um die Halbleiterwafer zum 
Transport und zum Lagern aufzunehmen. Die Handha- 
bung der Halbleiterwafer erfolgte normalerweise unter 
tinsatz ernes Wafertragers. Die verwendeten Behalter 
nahmen einen Wafertrager,gefullt mit Halbleiterwafern 
auf, so daB, wenn die Lagerung abgeschlossen war, die 
Wafer aus dem Behalter durch einfaches Herausheben 
des Wafertragers aus dem Behalter entnommen werden 
konnten, woraufhin der Trager und die Wafer fur die 
weiteren Bearbeitungsschritte zur Verfugungstanden. 

In der Vergangenheit ist es jedoch notwendig gewor- 
den, die Wafer als ersten Schritt einer Folge von weite- 
ren Bearbeitungsschritten zu reinigen, um Teilchen und 
organische Materialien zu entfernen, die sich wahrend 
der Lagerung angesammelt haben. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen Behalter und ein Verfahren der eingangs genannten 
Art zu schaffen, um dadurch die Herstellung von Schalt- 
kreischips zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird grundsatzlich durch das Kenn- 
zeichen des Anspruches 1 bzw. lOgelost. 

Em Merkmal der Erfindung liegt in einem geschlosse- 
nen Behalter mit trennbaren Teilen zur Aufnahme der 
Wafer und zur Ermoglichung eines Zugangs zu den Wa- 
fern in dem Behalter, wobei die trennbaren Teile losbar 
gegeneinander abgedichtet sind und eine Gasoffnung 
und ein Ventil an dem Behalter aufweisen, um eine Her- 
absetzung des Gasdruckes in dem Behalter zu ermogli- 
chen, damit dieser geschlossen bleibt und die Atmospha- 
. re in dem Behalter gesteuert werden kann. In den mei- 
sten Fallen ist das Teilvakuum das einzige Mittel, durch 
das der Behalter im geschlossenen Zustand gehalten 
wird Die trennbaren Teile konnen ein Behaherbodent- 
eil und ein Behalteroberteil, ein durch Scharnier oder 
abnehmbar befestigter Deckel, eine durch Scharnier be- 
festigte oder abnehmbare Tur oder andere Anordnun- 
gen sem. Zusatzlich konnen die Oberflachen des Behal- 
ters mit einem Diamantuberzug versehen sein, um den 
Behalter gegen Chemikalien unangreifbar zu machen, 
und eine Schmierung zu ermoglichen, sowie ein Nach- 
rutschen von Teilchen in die angeordneten Wafer zu 
verhindern. 

Ein weiteres Merkmal der Erfindung besteht in einem 
Behalter zum Lagern und Transportieren von Halblei- 
terwafern bei Unterdruck, wobei der Behalter im we- 
sentlichen steif und starr ist, um die Wafer zu schutzen, 
aber eine flexible Membran oder einen entsprechenden 
Abschnm aufweist, der an die Kanten einer Anzahl von 
Wafern innerhalb des Behalters angrenzt, um, bedingt 
durch die Nachgiebigkeit unter EinfluB des Unter- 
drucks, nach innen und gegen die Wafer gezogen zu 
werden, um diese zu halten und an einer Bewegung in 
dem Behalter zu hindern. 

Ein weiteres Merkmal der Erfindung besteht in einem 
Verfahren zum EinschlieBen von Halbleiterwafern zum 
Lagern und Transportieren, wobei die Wafer in einem 
mehrteiligen Behalter angeordnet werden, der einge- 



nchtet ist, um die Wafer zu halten. Der Behalter wird 
geschlossen und abgedichtet und dann, zumindest teil- 
weise, von der Luft evakuiert. um die Teilchen aus dem 
abgedichteten Behalter abzuziehen, wodurch ein be- 
5 trachtlicher Zugang durch die Teilchen zu den gelager- 
ten Wafern verhindert wird. Die innere Atmosphare 
innerhalb des Behalters kann von Luft zu einem Anteil 
von Inertgas geandert werden, das auch unter vermin- 
dertem Druck im Verhaltnis zum Umgebungsdruck ste- 
io hen kann. 

Noch ein Merkmal besteht in dem Verfahrensschritt, 
der Schaffung einer flexiblen Membran in der Behalter- 
wand, angrenzend an die Kanten der Wafer dem an- 
schlieflenden Herstellen eines Teilvakuums in dem Be- 
,5 halter um die Membran nach innen gegen die Kanten 
der Wafer zu Ziehen, um die Moglichkeit einer Bewe- 
gung der Wafer in dem Behalter auf ein Minimum her- 
abzusetzen. 

Unter den Begriff "Wafer" fallen Halbleiterwafer aus 
20 Sihcium,.Galliurnarsenid und andereh Halbleitermate- 
rialien, Fotomasken und andere Substrate, die bei der 
Herstellung von Schaltkreischips verwendet werden. 

Im folgenden wird die Erfindung unter Hinweis auf 
die Zeichnung anhand von Ausflihrungsbeispielen naher 
25 erlautert 
Es zeigt 

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Transportbehalters zur 
Aufnahme eines Wafertragers, gefiillt mit Halbleiterwa- 
fern zur Lagerung oder zum Transport; 
30 Fig. 2 eine Stirnansicht des Behalters der Fig. 1 ; 

Fig. 3 einen Teilschnitt ungefahr entsprechend der Li- 
nie 3-3 der Fig. 2; 

Fig. 4 einen Teilschnitt ungefahr gemaB der Linie 4-4 
der Fig. 3; 

35 Fig. 5 einen Teilschnitt in vergroBertem MaBstab zur 
Veranschaulichung des Gasleitungsrohres und Ventils 
und eines Adapters an einem Tischoberteil oder einem 
Stuck der Einrichtung zum wechselweise Abziehen ei- 
nes Vakuums oder Freigabe des Vakuums in dem Behal- 
40 ter; 

Fig. 6 einen Teilschnitt im vergroBerten MaBstab un- 
gefahr an der Linie 6-6 der Fig. 2 zur Veranschaulichung 
der Dichtung zwischen dem Deckel und dem Boden des 
Behalters; 

45 Fig. 6a einen Teilschnitt im vergroBerten MaBstab ei- 
nes Abschnitts des Behalters, dargestellt in den Fig. 1 bis 

6; 

Fig. 7 einen Teilschnitt einer abgewandelten Ausfuh- 
rungsform des Behalters zur Aufnahme eines Wafertra- 
50 gers mit Halbleiterwafern darin; 

Fig. 8 einen Teilschnitt im vergroBerten MaBstab zur 
Veranschaulichung in der dichtenden Verbindung zwi- 
schen dem Deckel und dem Boden des Behalters; 

Fig. 9 eine Ansicht einer weiteren Ausfuhrungsform 
55 eines Transportbehalters zum Lagern von Halbleiter- 
wafern nach der Erfindung; 

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer noch ande- 
ren Ausfuhrungsform eines Behalters zur Aufnahme 
von Halbleiterwafern; 
60 Fig. 1 1 eine auseinandergezogene perspektivische 
Ansicht des Behalters der Fig. 9 zur Veranschaulichung 
der Abnahme des Deckels von dem Basisteil des Behal- 
ters; 

Fig. 1 2 eine Ansicht eines zur automatischen Handha- 
65 bung geeigneten Behalters, in dem ein Wafertrager an- 
geordnet werden kann; 

Fig. 13 einen Schnitt im vergroBerten MaBstab ge- 
maB der Linie 1 2- 1 2 der Fig. II; 
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Fig. 14 eine schematische Ansicht einer Vorrichiung 
zur Handhabung von Wafern und des Umfeldes zur 
Steuerung der Aufnahme des zur automatischen Hand- 
habung geeigneten Behalters zur Zufuhrung der Wafer 
zu den die Behandlung durchfuhrenden Bauteilen; 

Fig. 15 eine andere Ausfuhrungsform der Vorrich- 
tung zur Handhabung in Verbindung mit dazugehbrigen 
Steuerungen zum Verschlieflen im Gebrauch mit einem 
derartigen Behalter, geeignet zur automatischen Hand- 
habung. 

Der in Fig. 1 dargestellte Behalter 10, der zur Aufnah- 
me und Lagerung von Siliconwafern in einem Silicon- 
trager bestimmt ist, besteht aus mehreren Teilen mit 
einem Behalterboden It und einem Behalteroberteil 
oder Deckel 12, die durch den Scharnier 13 miteinander 
verbunden sind. Der Deckel 12 und der Boden 11 sind 
dicht an Verbindungskanten 12.1, 11.1 verbunden, die im 
einzelnen in Fig. 6 dargestellt sind, und sicherstellen, 
daB der Innenraum des Behalters vollstandig von der 
Umgebung des Behalters abgesperrt ist. 

Es kann unter emigen Bedingungen erforderlich sein, 
eine Dichtung G, wie sie gestrichelt in Fig. 6 dargestellt 
ist, in dem Verbindungsbereich zwischen Boden und 
Deckel anzuordnen, um so eine hermetisch abgedichte- 



von Halbleiterwafern dargestellt, die gestrichelt ge- 
zeichnet und mit dem Bezugszeichen W bezeichnet sind. 

Die Wafer W sind in dem Behalter 10 in einem Wafer- 
trager 23 angeordnet. Ein derartiger Wafertrager ist 
5 bekannt, beispielsweise aus der US- PS 48 17 795. Ein 
derartiger Wafertrager 23 weist eine Anzahl von Rip- 
pen und Zwischenraumen zwischen diesen Rippen in 
den Seitenwanden des Tragers zur Aufnahme der Wa- 
fer, beabstandet und einander gegenuberliegend auf. 

io Der Wafertrager 23 hat auBerdem ein H-stangenformi- 
ges Ende 24, das insbesondere von der hinteren Wand 
25 des Deckels 12 durch die Versetzung 25.1 aufgenom- 
men wird. Der Wafertrager 23 kann in dem Behalter 10 
geneigt angeordnet sein, so daB samtliche Wafer ge- 

15 neigt sind und an den Stutzrippen innerhalb des Wafer- 
tragers23 anliegen. 

Die obere Wand 26 des Deckels 12 kann einen Ab- 
schnitt 27 aufweisen, der eine verminderte Dicke im 
Vergleich zu dem Hauptabschnitt der obenliegenden 

20 Wand 26 des Deckels aufweist. Die Starke dieses Plat- 
tenabschnittes 27 fiihrt dazu, daB diese "Platte" als eine 
flexible Membran wirkt, und unter den Vakuumbedin- 
gungen innerhalb des Innenraums 19 des Behalters 10 



federnd nachgibt, so daB die flexible Platte oder Mem- 
te Dichtung zwischen den beiden Teilen des Behalters 2 5 bran 27 in den Eingriff mit den angrenzenden Kanten 
sicherzustellen. Eine derartige Dichtung ist aus kom- der Wafer W gezogen wird und dadurch die Wafer an 
pressiblem, nachgiebigem Material hergestellt, und sie einer Bewegung in dem Wafertrager 23 hindert, so daB 
kann zum wiederholten Einsatz des Behalters 10 aus- die Moglichkeit eines Bruches der Wafer vermindert 
wechselbar sein. wird. Gieichzeitig wird der Erzeugung von Teilchen ent- 

Die wesentlichen Teile des Behalters 10, d h. der Bo- 30 gegengewirkt, die sonst auftreten konnen, wenn die Wa- 
den und der Deckel 12, sind vorzugsweise aus Kunst- fer sich frei in dem Wafertrager bewegen konnen. Ab- 

schnitte der Wande des Deckels haben eine Dicke von 
1,7 bis 2 mm, und andere Dicken, um Kanten, Scharniere 
und Versteifungen aufzunehmen, wohingegen die Platte 



stoff durch Gieflen oder dergl., beispielsweise durch 
hochverdichtetes Polyethylen oder Propylen, oder ei- 
nem entsprechenden Kunststoff hergestellt, der wider- 



standsfahig gegen Beschadigungen durch Briiche und 35 27 eine wesentlich geringere Starke aufweist als die 



widerstandsfahig gegen Abrieb ist. Die inneren Oberfla 
chen 14 und 15 des Behalterbodens und des Deckels 
konnen mit Metall oder einem Diamantuberzugsmateri- 
al versehen sein, um einen Gasdurchtritt durch die Wan 



obere Wand, und zwar im Bereich von 0,25 bis 1 mm. 
Dieses in Abhangigkeit von dem verwendeten Material. 
Naturlich sind andere Dicken fur die Platte oder Mem- 
bran 27 denkbar, solange diese unter EinfluB des Druck- 
de des Behalterbodens und des Deckels zu verhindern. 40 unterschiedes zwischen dem Behalter und dem Umge- 
Dementsprechend ist der Behalter 10, wenn er geschlos- bungsdruck entsprechend flexibel ist. 
sen ist, vollstandig und hermetisch abgedichtet. In Fig. 6a ist eine wichtige Einzelheit des Behalters 

Der Behalter 10 weist im Bereich einer seiner Wande, dargestellt, von dem mindestens die innere Oberflache 
beispielsweise an der Bodenwand 16 des Bodens 1 1, ein einen Diamantuberzug aufweist. In Fig. 6a ist die obere 
SchnellverschluBrohr 17 auf, das dicht eingeschoben 45 Wand 26 mit einer inneren Oberflache 26.1 veranschau- 
und aufgenommen und mit einem Ventil 18 versehen ist, licht, die mit einem Uberzug oder einer Schicht 28 aus 

diamantahnlichem Material versehen ist, wobei darauf 
hinzuweisen ist, daB samtliche inneren Oberflachen der 
Wande des Behalters diamantuberzogen sein konnen. 



das der Steuerung der Atmosphare in dem Innenraum 
19 des Behalters dient. Vorzugsweise ist der Abschnitt 
16.1 der Wand, in dem das Rohr befestigt ist, versetzt 



ausgebildet, um das Rohr 17 und das Ventil 18 vor einer 50 Obwohl der Diamantuberzug 28 nur an dem Behalter 10 



moglichen korperlichen Beschadigung zu schutzen. Das 
Schnellverbindungsrohr 17 und das Ventil 18 sind tele- 
skopartig auf das Nippelende einer Gaszufuhrleitung 
oder Vakuumleitung 20 aufschiebbar, die in dem Tisch- 
oberteil oder der Plattform 21 eines Teils der Ausru- 
stung vorgesehen ist, auf der der Behalter 10 angeord- 
net werden kann, so daB eine Vakuum- und Gasquelle 
22 mit dem Rohr 17 und dem Ventil 18 verbunden wer- 
den kann, um die Atmosphare in dem Behalter 10 zu 



der Fig. 1 bis 6, 6a dargestellt ist. konnen die Oberfla- 
chen samtlicher Aufiihrungsformen der Behalter der Er- 
findung mit einem Diamantuberzug versehen sein. Wie 
dargestellt, bedeckt der Diamantuberzug die nachgiebi- 
55 ge Platte 27 ebenso wie die obere Wand 26 und die 
anderen Wandabschnitte des Behalters. 

In ahnlicher Weise kann die auBere Oberflache 26.2 
der oberen Wand wahlweise mit einem Diamantuber- 
zug oder Schild 29 versehen sein. Dieses ist gestrichelt 
verandern. Die Vakuum/Gasquelle 22 sorgt fur ein Va- 60 dargestellt, um deutlich zu machen, daB dieser Diamant- 
kuum oder reduziert den Gasdruck innerhalb des Innen- uberzug 29 wahlweise angebracht werden kann, d. h. je 
raums 19 des Behalters. Alternativ kann ein Anteil des nachdem, wie es der Anwender wiinscht. 
Gases in dem Inneraum 19 des Behalters entfernt und Das Material des diamantfdrmigen Oberzuges 28 
anschlieOend durch ein inertes Gas, wie Stickstoff, ver- kann beschrieben werden als Diamani, polykristalliner 
setzt werden. Es ist auch der Ersatz durch gefilterte Luft 65 Diamant, diamantahnlicher Kohlenstoff, amorpher Dia- 
moglich, von der mittragene Teilchen vorher entfernt mant, hydrierter diamantahnlicher Kohlenstoff, einzel- 
wurden. kristalliner heteroepitaxialer Diamant. Bei diesen Dia- 

In Fig. 3 ist ein Behalter zur Aufnahme und Lagerung mantuberzugen oder Diamant-entsprechenden Uberzu- 
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gen. ist die Mehrzahl der Kohlenstoffatome diamantge- 
bunden. Als Ergebnis entsteht ein harter, nahezu perfek- 
ter und chemisch widerstandsfahiger Uberzug, der ei- 
nen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist und na- 
hezu undurchdringlich fur fliissige und gasformige Rea- 
genzien einschlieBIich Luft ist. Der Uberzug 28 wird 
durch einen chemischen Dampfauftrag (CVD), ubertra- 
gen, obwohl andere Obertragungsverfahren, die sich 
mehr oder weniger stark unterscheiden, eingesetzt wer- 
den konnen. Eine Verfahrensweise zur Obertragung des 
Diamantuberzuges besteht in der Ionenstrahltechnik. 

Die Ionenquelle, bei der es sich vorzugsweise um eine 
30-cm-Durchmesser-IonenqueIle mit Extraktionsgit- 
tern, maskiert auf 10 cm im Durchmesser, handelt, wird 
benutzt, urn den Diamantkohlenstoff-Film direkt aufzu- 
tragen. Die Ionenquelle verwendet Argongas in einer 
hohien Kathode, die in der Hauptentladungskammer 
ebenso wie in der Neutralisationsvorrichtung angeord- 
net ist. Nachdem eine Entladung zwischen Kathode und 
Anorde aufgebaut ist, wird Methan (CH 4 ) durch eine 
Leitung in die Entiadungskammer eingefuhrt. Hierbei 
betragt das Molverhaltnis Methan zu Argon 0.28. Dieses 
Verhaitnis hat sich als besonders geeignet zur Erzeu- 
gung eines Films unter einem Satz von Bedingungen 
herausgestellt. Bei diesem Verfahren ist die gesamte Io- 
nenstrahlenergie die Summe der Entladungsspannung 
und der Schirmgitterspannung, und sie liegt bei unge- 
fahr 100 eV.Typische Stromdichte bei diesen Bedingun- 
gen ist 1 ma/cm 2 bei einem Abstand von 2,5 cm in 
axialer Richtung stromabwarts der Gitter. Unter diesen 
Bedingungen werden die Filme aufgetragen und abgela- 
gert, wie es erwunscht wird. 

Andere Verfahren der Anordnung konnen verwendet 
werden, wobei auf die entsprechende Patentanmeldung 
P 42 23 326.7 vom 1 6. Juii 1 992 hingewiesen wird. 

Eine andere Ausfuhrungsform eines Behalters ist in 
den Fig. 7 und 8 dargestellt. Dieser Behalter 30 weist 
einen Boden 31 und einen Deckel 32 auf. Die beiden 
Teile sind bei 33 miteinander verbunden. Die Verbin- 
dung 33 verlauft um den gesamten Umfang des Behal- 
ters und weist einen Lippenabschnitt 31.1 am Boden auf, 
der einen Lippenabschnitt 32.1 am oberan Teil 32 tele- 
skopartig uberlappt. Ein Dichtband 34 liegt uber der 
Verbindung 33 und verlauft um den gesamten Umfang 
des Behalters 30, um fur eine hermetische Abdichtung 
zwischen Oberteil oder Deckel 32 und dem unteren Teil 
31 zu sorgen. Wie vorstehend festgestellt, enthalt der 
Behalter 30 einen Wafertrager 35, der mit Halbleiterwa- 
fern W gefullt ist Die Form des Behalters und Anord- 
nungsvorsprunge 36 am Behalterboden, die mit den Fu- 
Ben 37 des Wafertragers im Eingriff stehen, sorgen fur 
eine richtige Anordnung des Wafertragers in dem Be- 
halter. Die Bodenwand 38 des Unterteils 31 ist mit ei- 
nem Rohr und Ventil 39 versehen. Diese Teile sind 
gleich dem Rohr und Ventil 17, 18, wie in Fig. 5 darge- 
stellt, so daO die Atmosphare in dem Innenraum 40 des 
Behalters 30 durch Herabsetzung des Gasdruckes in 
diesem Innenraum verandert werden kann oder durch 
Wechsel des Gases von Luft zu einem Inertgas, wie 
Stickstoff. Es ist auch moglich, gefilterte Luft in den 
Behalter zu leiten, wenn der Behalter wieder nach dem 
dichten VerschlieBen entsprechend geoffnet wird. 

Eine andere Ausfuhrungsform eines Behalters ist in 
Fig. 9 dargestellt und mit 41 bezeichnet. Dieser Behalter 
ist zur Aufnahme von Halbleiterwafern W durch beab- 
standete Rippen 42, 43 eingerichtet, die unmitteibar in 
dem Deckelabschni|tt 44 und in dem Bodenabschnitt 45 
des Behalters ausgebildet sind. Bei dieser besonderen 



Ausfuhrungsform nimmt der Behalter 41 Halbleiterwa- 
fer ohne den Einsatz eines Wafertragers auf. Die Stirn- 
wand 46 des Deckels oder Oberteils 44 weist ein Gaszu- 
lieferrohr und Ventil 47 auf, ahnlich dem Rohr und Ven- 
5 til 17, 18 der Fig. 5. Auch diese Teile dienen der Zuliefe- 
rung und Entfernung von Gas aus dem Raum 48 des 
Behalters. Wiederum ist eine Verbindung 49 zwischen 
dem Deckel 44 und dem Bodenabschnitt 45 vorgesehen, 
um eine dichte Verbindung sicherzustellen, wenn diese 
io dichte Verbindung zusammengezogen wird durch den 
verminderten Gasdruck, der in dem Innenraum 48 des 
Behalters hergestellt wird. 

In Fig. 9 ist der Deckel 44 des Behalters auch mit 
einem dunnen Wandabschnitt 44.1 versehen, der eine 
15 flexible Membran angrenmzend an die Kanten der 
Halbleiterwafer bildet, um mit diesen Kanten in Eingriff 
zu gelangen, wenn der Gasdruck in dem Innenraum des 
Behalters herabgesetzt wird, so daB die flexible Mem- 
bran nach innen gegen die Wafer gezogen wird, um 
20 diese ortsfest in dem Behalter zu halten. 

Bei der in Fig. 10 dargestellten Ausfuhrungsform ist 
der Behalter mit 50 bezeichnet und er dient der Aufnah- 
me einer entsprechenden Anzahl von Halbleiterwafern 
W in seinem Innenraum. Der Behalter 50 weist einen 
25 Deckel 51 und ein Bodenteil 52 auf, das in den Deckel 51 
geschoben ist. Das Bodenteil 52 weist einen nach oben 
vorstehenden saulenformigen Abschnitt 53 auf, der mit 
Nuten versehen ist, die Rippen bilden. In diesem sind die 
Halbleiterwafer angeordnet und zwar derart, daB sie 
30 beabstandet sind und einander gegenuberliegen. Die un- 
tere Kante des Deckels 51 und der Basisabschnitt 54 des 
unteren Teils stehen miteinander in dichtem Eingriff. Es 
kann eine Dichtung verwendet werden, wenn dieses 
zum hermetischen Abdichten des Innenraums des Be- 
35 halters von der Umgebung erforderlich ist. Ein Gaszu- 
hefer- und -abzugsrohr 55 ist in der oberen Wand 56 des 
Deckels vorgesehen und dient der Verbindung mit einer 
Unterdruckquelle, um den Gasdruck innerhalb des Be- 
halters herabzusetzen. Anstelle der Unterdruckquelle 
40 kann auch eine Gaszulieferung angeschlossen werden, 
um inertes Gas, wie Stickstoff, in den Innenraum zu 
liefern. 

In den Fig. 12 bis 15 ist ein Behalter. der zur automati- 
schen Handhabung geeignet ist, veranschaulicht. Dieser 
45 Behalter ist einsetzbar in Verbindung mit einer entspre- 
chenden Verfahrensausrustung, um die Halbleiterwafer 
durch die entsprechenden Verfahrensabschnitte zu tra- 
gen. Der zur automatischen Handhabung geeignete Be- 
halter ist mit 57 bezeichnet. Das Oberteil oder der Dek- 
50 kel 58 und der Basis- oder Bodenabschnitt 59 passen 
zusammen und sind gegeneinander abgedichtet. Der 
Boden 59 ist bei 60 zur Anordnung eines Wafertragers 
61 gestaltet, so daB, wenn dieser Abschnitt an einem 
Elevator 62 der Verfahrensausrustung angeordnet wird, 
55 der Bodenabschnitt von dem Deckel getrennt wird, und 
der Wafertrager 61 nach unten abgezogen wird, wah- 
rend der Deckel 58 auf einem Tisch oder einer Platte 63 
verbleibt, wobei die Basis und der Wafertrager in die 
Ausrustung zur Durchfuhrung des Verfahrens abge- 
60 senkt werden. 

Die Halbleiterwafer W in dem Wafertrager 61 wer- 
den mit dem Unterteil und dem Wafertrager zur weite- 
ren Bearbeitung abgesenkt. 

Ein Gaszulieferschnellverbindungsrohr 64 ist in der 
65 Wand des Unterteils 59 befestigt und zur Verbindung 
mit einem Zulieferrohr 65 eingerichtet, das an den Ele- 
vator 62 zur Verbindung mit einer geeigneten Luft- 
oder Inertgasquelle verbunden ist, wobei die Gase gefil- 
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ten und im wesentlichen frei von Teilchen zum Ausglei- 
chen des verminderten Gasdruckes innerhalb der Kam- 
mer 66 des Behalters 57 dienen. 

In Fig. 15 ist schematisch die Ausrustung dargestellt, 
die in Verbindung mit dem zur automatischen Handha- 5 
bung geeigneten Behalter 57 verwendet wird. Die zur 
Durchfiihrung des Verfahrens geeignete Ausrustung 67 
ist in einer Verkleidung 68 angeordnet, von der ein 
Stutztisch 63 ein Teil ist. Die Ausrustung kann einen 
Luft/Gasfilter 69 einschlieBen, um so die Anzahl der 10 
Teilchen in der Atmosphare innerhalb des Innenraumes 
70 der Verkleidung 68 herabzusetzen. Das Rohr 65 ist 
mit einem Luft/Gasventilmechanismus 71 verbunden, 
der die Stromung des Gases in das Rohr 64 und in die 
innere Kammer 66 des Behalters 57 regelt. Der Elevator 15 
62 kann nach dem Ausgleichen des Unterdrucks in dem 
Innenraum abgesenkt werden, so daB die Wafer W in 
dem Wafertrager 61 ebenfalls abgesenkt werden, um 
durch eine Robotergabel 72 gehandhabt und in die Aus- 
rustung 67 zur weiteren Durchfuhrung des Verfahrens 20 
bewegtzu werden. 

Bei der in Fig. 14 dargestellten Ausfuhrungsform be- 
wegt sich der gesamte Behalter 57, der zur automati- 
schen Handhabung gezeigt ist, in den Innenraum 73 der 
Verkleidung 74. Eine Zugangsoffnung wird durch einen 25 
Deckel 75 verschlossen, nachdem der Behalter von der 
Verkleidung aufgenommen ist. Wiederum kann die Aus- 
rustung 76 zur Durchfiihrung des Verfahrens eines Luft/ 
Gasfilters 77 aufweisen, und bei dieser Anordnung wird 
der gesamte Behalter einer eingestellten Atmosphare in 30 
dem Innenraum 73 der Verkleidung ausgesetzt. Wieder- 
um sind ein Luft/Gasventil und eine Quelle 78 mit dem 
Rohr 64 des zur automatischen Handhabung geeigneten 
Behalters verbunden, um den Unterdruck, der darin aus- 
gebildet ist, auszugleichen oder atmospharische Bedin- 35 
gungen in dem Behalter herzustellen, wenn dieses ge- 
wiinscht wird. 

Es ist einzusehen, daB die Erfindung einen Behalter 
mit einzelnen Abschnitten schafft, die voneiriander zum 
Einschieben und Entfernen von Halbleiterwafern ge- 40 
trennt sind, wobei ein Ventil zu einer Gasoffnung in 
einem der Abschnitte des Behalters fuhrt, um das Abzie- 
hen und Hinzufugen von Gas in den Innenraum des 
Behalters zu ermoglichen. 

Die Erfindung schafft auBerdem ein Verfahren zum 45 
Lagern von Halbleiterwafern durch Anordnung der 
Wafer in einem mehrteiligen Behalter und durch Fest- 
halten der Wafer im Abstand und einander gegenuber- 
liegend, wobei der Behalter abgedichtet ist, um die At- 
mosphare in dem Behalter von den Umgebungsbedin- 50 
gungen auBerhalb des Behalters zu trennen, und um 
dann die Atmosphare in dem Behalter in Abweichung 
von den Umgebungsbedingungen auBerhalb des Behal- 
ters zu verandern. Vorzugsweise weist die Atmosphare 
in dem Behalter einen Unterdruck auf, so daB die Einzel- 55 
teile des Behalters dicht zusammengezogen werden und 
die Halbleiterwafer von den Umgebungsbedingungen 
auBerhalb des Behalters getrennt halten. Das Verfahren 
schlieBt auBerdem die Schaffung einer flexiblen Mem- 
bran in einer der Wande des Containers ein, so daB, 6 o 
wenn Unterdruck in dem Behalter ausgebildet wird, die 
flexible Membran nach innen und gegen die angrenzen- 
den Halbleiterwafer gezogen wird, so daB diese ortsfest 
in dem Behalter und innerhalb des Wafertragers in dem 
Behalter gehalten werden. 65 
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Patentanspruche 

1. Lager- und Transportbehalter fur Wafer (Halb- 
leiterplattchen), dadurch gekennzeichnet, daB der 
Behalter (10) aus steifem Material besteht und ei- 
nen Innenraum mit Mitteln zum Abstiitzen der Wa- 
fer (W) im Abstand und einander gegenuberliegend 
aufweist, und daB der Behalter aus von einander 
trennbaren Abschnitten oder Teilen (It, 12) be- 
steht, die einen Zugang zu dem Innenraum ermogli- 
chen, und die losbar und zusammen hermetisch 
dicht sind, wobei eines der getrennten Teile (11,12) 
eine mit einem Ventil (18) versehene Offnung auf- 
weist, die das Abziehen und Hinzufugen von Antei- 
len der Gasatmosphare innerhalb der Teile (11,12) 
erleichtert 

2. Behalter nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB in dem Behalter das Gas unter Unterdruck 
steht, um den Behalter im geschlossenen Zustand 
zu halten. 

3. Behalter nach Anspruch i, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Behalter mit einem Gas gefullt ist, das 
im wesentlichen frei von aus dem Gas stammenden 
Teilchen und organischen Materialien ist. 

4. Behalter nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB in dem Behalter ein inertes Gas vorhanden 
ist. 

5. Behalter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB das inerte Gas unter Unterdruck steht. 

6. Behalter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gas Anteile aufweist, die aus der Grup- 
pe von Gasen ausgewahlt sind, die atmospharische 
Luft, Stickstoff und Argon enthalten. 

7. Behalter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die getrennten Abschnitte (11, 12) eine 
flexible Membran (27) aufweisen, die an den Innen- 
raum (19) angrenzend und losbar mit den darin an- 
geordneten Wafern (W) im Eingriff steht. 

8. Behalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB in dem Innenraum (19) eine lange Reihe 
von Schlitzen und Rippen vorgesehen sind, die die 
Vielzahl der Wafer im Abstand und einander ge- 
genuber halten, und daB die Membran (27) entlang 
der Reihe der Schlitze und Rippen verlauft. 

9. Behalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die flexible Membran (27) einstuckig mit 
einem der getrennten Teile (11 oder 12) ausgebildet 
ist. 

10. Verfahren zum Lagern von Wafern (Halbleiter- 
plattchen), gekennzeichnt durch folgende Schritte: 
Anordnung der Wafer (W) innerhalb eines ge- 
schlossenen, mehrteiligen Behalters und Halten der 
Wafer im Abstand und einander gegenuberliegend, 
Dichten des Behalters zum Isolieren der gasformi- 
gen Atmosphare in dem Behalter von den Umge- 
bungsbedingungen auBerhalb des Behalters, und 
dann Andern der Atmosphare in dem Behalter ab- 
weichend von den Umgebungsbedingungen auBer- 
halb des Behalters. 

1 1. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anderung durch Verminderung 
des Gasdruckes innerhalb des Behalters unterhalb 
der Umgebungsbedingungen erreicht wird, um die 
Teile des Behalters dicht gegeneinander zu ziehen. 

12. Verfahren nach anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anderung durch Ersetzen eines 
Teils der gasformigen Atmosphare durch ein unter- 
schiedliches Gas erreicht wird. 
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13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daO die Anderung durch Ersatz minde- 
stens eines Teils der gasfdrmigen Atmosphare 
durch Inertgas erreicht wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 5 
zeichnet. daB die Atmosphare mit einem Anteil von 
Inertgas mit einem Gasdruck eingesteilt wird, der 
geringer ist als der Umgebungsdruck. 

15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein diinner, flexibler Membranab- !0 
schnitt (27) des Containers angrenzend an die Kan- 
ten mindestens eines Teils der Wafer (W) in dem 
Behaiter vorgesehen wird, urn gegen die Wafer 
nach innen gezogen zu werden, wenn der Gasdruck 

in dem Behaiter vermindert wird. !5 

16. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB, nachdem das Lagern der Wafer na- 
hezu vervolistandigt ist, der Gasdruck in dem Be- 
haiter wieder auf Umgebungsbedingungen ange- 
hoben wird. 20 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Anheben des Gasdruckes durch 
Zufuhrung eines neuen Gases erreicht wird, von 
einem Teil, von dem zumindest auf Luft zuruckge- 
hende Teilchen entfernt warden. 25 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB, nachdem das Lagern nahezu vervoli- 
standigt ist, und bevor der Gasdruck wieder ange- 
hoben wird, der gesamte Behaiter in einer Gas- 
atmbsphare angeordnet wird, von einem Teil, von 30 
der die auf Luft zuruckgehenden Teilchen entfernt 
wurden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Anheben des Gasdruckes erreicht 
wird, indem in den Behaiter ein Anteil von Gas 35 
zugeliefert wird, von dem Teilchen entfernt wur- 
den. 

20. Behaiter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dieser Wandabschnitte aufweist, die 
mit einem diamantahnlichen Oberzug oder Schild 40 
(28,29) versehensind. 
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